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Grundlage des Berichts 



Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden gelten im Rahmen dieses B f«%± a ^ 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie kerne Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)). 



Beschreibung, Seiten 

-j .-jo " in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 , 1 8 eingegangen am 22.04.2004 mit Schreiben vom 22.04.2004 
Zeichnungen, Blatter 

-1^2)2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser emgereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
^ (nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
" internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten lnformationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTFRNATIONALER VORLAUFIGER ^-^r- n CC 

PROFL^ Internationales Aktenzeichen PCT/ DE 03A)1955 



* □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus ; den 
SSeSSn Snden nach AuffassunJ der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Beariindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
glSerES^ Unterlagen ind Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung m HQ 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-18 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 8 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-18 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V: 

1 . Das Dokument D1 : EP 1 143 513 A1 zeigt die Merkmale des Oberbegriffs von 
Anspruch 1, siehe zum Beispiel Fig. 12. Diese zeigt ein Substrat 20 mit darauf 
liegenden Halbleiterelementen Pch Tr und Nch Tr, einem Padmetall 15, einer 
Vielzahl von Metallschichten 16, 17 zwischen Padmetall und Substrat, vielen die 
Metallschichten trennenden Isolationsschichten, wobei das Padmetall sich uber 
dem Halbleiterelement erstreckt, und wobei unter dem Padmetall zumindest die 
obersten beiden Metallschichten jeweils mindestens zwei nebeneinanderliegende 
Leiterbahnen enthalten. 

2. Dokument D2: US Patent No. 5 751 065 betrifft ebenfalls die Nutzung der Flache 
unterhalb eines Pads durch Halbleiterelemente, und zeigt eine zwischen Pad und 
Halbleiterelement liegende Metallisierung. Aus diesem Dokument, siehe Fig. 5 
und zugehorigen Text, ist es bekannt, daB Durchbruche in einer Metallisierung 
mechanische Spannungen verringern helfen (und Fig. 6 zeigt eine Aufteilung der 
Metallisierung in mindestens 2 Leiterbahnen, wie im Oberbegriff des vorliegenden 
Anspruchs 1 gefordert). 

3. Die Dokumente D1 und D2 legen aber weder fur sich noch in Kombination 
miteinander nahe, die Leiterbahnen der obersten beiden Metallschichten derart 
zueinander anzuordnen, daB Durchbruche der obersten Leiterbahnen versetzt zu 
Durchbruchen der darunter liegenden Leiterbahnen liegen, wie im letzten Absatz 
von Anspruch 1 gefordert. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher sowohl neu 
als auch erfinderisch. Die vorteilhaften Ausgestaltungen der Unteranspruche 2-18 
sind ebenfalls neu und erfinderisch. 

4. Die Beschreibung ist nicht an die Anspruche angepaBt. Die Dokumente D1 und 
D2 sind nicht in der Beschreibung zitiert und ihr Beitrag zum Stand der Technik ist 
nicht gewiirdigt. 
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Patentanspriiche 

1. Integrierte Halbleiterstruktur mit 
einem Substrat (1)/ 

mindestens einem auf dem Substrat (1) liegenden Halbleiter-' 
element (2), 

einem Padmetall (3) mit einer FlSche (F) , 

einer Vielzahl von Metallschichten (4.x), die zwischen dem 
Padmetall (3) und dem Substrat (1) lieg.en und 

einer Vielzahl von Isolationsschichten (5.y), die die Metall- 
schichten (4.x) voneinander trennen, 

wobei das Padmetall (3) sich zumindest iiber einen Teil des 
mindestens einen Halbleiterelementes (2) erstreckt, 
und wobei, unterhalb der FlSche (F) des Padmetalls (3), zu- 
mindest die obersten beiden Metallschichten (4.x, 4.X-1) eine 
Struktur aufweisen, die jeweils mindestens zwei nebeneinan- 
derliegende Leiterbahnen (4.x. z, 4.x-l.z) enthalten, 
dadurch gekennzeichnet, dass, zumindest unter- 
halb der Flache (F) des Padmetalls (3), die Leiterbahnen 
(4.x. z, 4.x-l.z) der obersten beiden Metallschichten (4.x, 
4.X-1)', eine Vielzahl von Durchbruchen (7.x, 7.X-1) aufwei- 
sen, 

und dass die Leiterbahnen (4.x.z, 4.x-l.z) der obersten bei- 
den Metallschichten (4.x, 4.x-l) derart zueinander angeordnet 
sind, dass die Durchbriiche (7.x) der obersten Leiterbahnen 
(4.x.z) versetzt zu den Durchbruchen (7.X-1) der darunter 
liegenden Leiterbahnen (4.x-l.z) liegen. 

2 . Halbleiterstruktur gemSIi Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass die Anzahl z der Leiterbahnen 
(4.x.z) einer. Metallschicht (4.x), unterhalb der Flache (F) 
des Padmetalls (3), zwischen 2 und 6 liegt. 
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3 Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Anspria- 
che dadurch gekennzeichnet , dass innerhalb ei- 
ner' Metallschicht (4.x) die Leiterbahnen (4.x.z) elektrisch 
voneinander isoliert sind. 

4 Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Anspru- 
che dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb ei- 
ner' Metallschicht (4.x) die Leiterbahnen (4.x..) elektrisch 
miteinander verbunden sind. 

5 Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb ex- 
ner Metallschicht (4.x) die Leiterbahnen (4.x.z> eine Brexte 
(B) und einen Abstand (A) zueinander aufweis.en, wobei das 
Verhaltnis zwischen der Breite (B) und dem Abstand (A) zwi- 
schen 3 und 20 liegt. 

6 Halbleiterstruktur gemafi Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Verhaltnis zwischen der Breite 
(B) und dem Abstand (A) 10 ist. 

7 Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass, zumindest 
unterhalb der Flache (F) des Padmetalls (3), eine Vielzahl 
von Vias (6) vorgesehen sind, die die Leiterbahnen (4.x. z) 
der obersten Metallschicht (4.x) mit den Leiterbahnen (4.x- 

1 z) der darunter liegenden Metallschicht (4.X-1) elektrisch 
verbinden, wobei die Vias (6) die Isolationsschicht <5.y-l) 
durchdringen. 

8 Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Anspru- 
che dadurch gekennzeichnet, dass, zumindest 
unterhalb der Flache (F) des Padmetalls (3), die Durchbrtiche 
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(7 x 7-x-l) eine Gesamtflache zwischen 5% und 30% der Ge- 
samtflache der Leiterbahnen (4.x.z, 4.X-1.Z) aufweisen. 
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Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Ansprti- 
Ie,dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Durchbrfl- 
che <7.x, 7.x-l> eine Gesamtflache von 20% der Gesamtflache 
der Leiterbahnen (4.x.z, 4.x-l.z). aufweisen. 

10 Halbleiterstruktur gemafi einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Leiter- 
bahnen (4.x. z) der obersten Metallschicht (4.x) ungefahr de- 
ckungsgleich Ober den Leiterbahnen (4.x-l.z> der darunter 
liegenden Metallschicht (4.x-l) liegen. 

11 Halbleiterstruktur gemali einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Leiter- 
bahnen (4.x.z) der obersten Metallschicht (4.x) versetzt zu 
den Leiterbahnen (4.x-l.z) der darunter liegenden Metall- 
schicht (4.x-l) liegen. 

12 Halbleiterstruktur gemaii einem der voranstehenden Ansprtt- 
che, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Metall- 
schichten (4.x), zumindest groiiteils, aus einem hinreichend 
harten Metail bestehen. . 

13 Halbleiterstruktur gemaft Anspruch 12, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass das Metail Aluminium, Kupf er, 
Wolfram, Molybdan, Silber, Gold, Platin oder Legierungen 
hiervon enthalt- 

14 Halbleiterstruktur gemaii einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch g e ke n n z e i c h n . t , dass die Flache 

(F) des Padmetalls (3) einen Bereich tiberdeckt, der, inner- 
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halb einer 
steht . 



Metallschicht (4.x), zumindest aus 50% Metall be- 



15 Halbleiterstruktur gemaft Anspruch 14, dadurch g e - 
5 k e n n z e ichnet, dass das Metall gleichmaiiig unterhalb 

der Flache (F) des Padmetalls (3) verteilt 1st. 

16 Halbleiterstruktur gemaft einem der voranstehenden AnsprU- 
che, dadurch .g e k e n n z e i c h n e t , das* eine oberste 

L0 isolationsschicht (5.y) vorgesehen 1st, die zwischen dexn Pad- 
metall (3) und der obersten Metallschicht (4.x) liegt, wobex 
die oberste Isolationsschicht (5.y) eine erste Dicke (Dl) und 
die oberste Metallschicht (4.x) eine zweite Dicke (02) auf- 
weist und das Verhaltnis zwischen den beide Dicken (Dl, D2) 

15 zwischen 1 und 5 liegt. 

17 Halbleiterstruktur gemSfi einem der voranstehenden Ansprii- 
cne, dadurch gekennzeichnet, dass eine oberste 
isolationsschicht <5.y> vorgesehen ist, die zwischen dem Pad- 
20 metall (3) und der obersten Metallschicht (4.x) liegt wobe, 
die oberste isolationsschicht (5.y) eine Dicke (Dl) und das 
Padmetall (3) eine weitere Dicke (D3) .aufweist und das Ver- 
haltnis zwischen den beiden Dicken (Dl, D3) zwischen 0,5 und 
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3 liegt. 



18 Halbleiterstruktur gemali einem der voranstehenden Anspru- 
che, dadurch g . k e n n z e i = h n e t , dass die Anzahl x 
der Metallschichten (4.x) zwischen 3 und 11 Uegt. 
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the claims: 
pages 
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pages 
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the drawings: 
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pages 
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pages 

pages 

pages , 
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| 5. LJ beyond ^ disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

I and 70.17). 

\**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1. Statement 

Novelty (N) Claims 

Claims 

Inventive step (IS) Claims 

Claims 

Industrial applicability (IA) Claims 

Claims 

2. Citations and explanations 

1. Document EP 1 143 513 Al (Dl) shows the features of 
the preamble of claim 1; see, for example, figure 12 
of Dl, which shows a substrate (2 0) with overlying 
semiconductor elements (Pch Tr and Nch Tr) , a pad 
metal (15), a plurality of metallic layers (16, 17) 
arranged between the pad metal and the substrate, a 
plurality of insulating layers that separate the 
metallic layers, the pad metal extending over the 
semiconductor element, and at least the two 
uppermost metallic layers under the pad metal 
containing each at least two adjacent strip 
conductors . 

2. Document US 5 751 065 (D2) likewise relates to the 
utilisation of the surface under a pad by 
semiconductor elements and shows a metal plating 
between the pad and the semiconductor elements. It 
is known from that document (see figure 5 and 
corresponding text) that passages in a metal plating 
help to reduce mechanical stresses (and figure 6 
shows a subdivision of the metal plating into at 
least two strip conductors, as required in the 
preamble of the present claim 1) . 
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3. However, documents Dl and D2 , either alone or in 
combination, do not suggest arranging the strip 
conductors of the two uppermost metallic layers in 
such a way relative to one another that the passages 
in the uppermost strip conductor are offset relative 
to the passages of the underlying strip conductor, 
as required in the last paragraph of claim 1. The 
subject matter of claim 1 is thus both novel and 
inventive. The advantageous configurations in 
dependent claims 2-18 are likewise novel and 
inventive . 

4. The description is not in line with the claims. The 
description does not cite documents Dl and D2 and 
does not acknowledge their contribution to the prior 
art . 
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